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Base du rapport 

a. 
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3. 



En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point. 

f "I la recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration. 

En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant) 

la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

j^j contenu dans la demande internationale, sous forme ecnte. 

| | deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

[ | remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

[ [ remis ulterieurement a i'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

| | La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

[ | La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

| | || a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire l objet d'une recherche (voir le cadre I). 
| | II y a absence d'unite de l invention (voir le cadre II). 



En ce qui concerne le titre, 

|~X~| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

| | Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante: 



5. En ce qui concerne Tabrege, 

ry| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

, — I le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 

| | presenter des observations a I'administration dans un delai d un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 

de recherche internationale. 

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 



[Xl suggeree par le deposant. \~\ Aucune des figures 

t=d n est a publier. 

j parce que le deposant n'a pas suggere de figure. 

[ i parce que cette figure caracterise mieux I'invention. 
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(57) Abstract: The invention concerns a device 
for reading a storage cell (4), comprising a reading 
differential amplifier (18) having a first input terminal 
(16) connected to a column of cells (10) and a circuit 
(34) designed to feed to a second input terminal (20) 
of the amplifier (18) a reference voltage (Vref). The 
circuit (34) comprises means (38) for storing the 
voltage of said column and means (38, 40, 42) for 
applying as reference voltage (Vref) the stored voltage 
modified by a predetermined quantity. 

(57) Abrege : L* invention concerne un dispositif de 
lecture d'une cellule (4) d'une m^moire, comprenant 
un amplificateur differentiel de lecture (18) ayant 
une premiere borne d'entree (16) reliee a une colonne 
de cellules (10) et un circuit (34) destine a fournir a 
une deuxieme borne d'entree (20) de 1' amplificateur 
(18) une tension de reference (Vref)- Le circuit (34) 
comporte un moyen (38) pour memoriser la tension de 
ladite colonne et un moyen (38, 40, 42) pour appliquer 
en tant que tension de reference (Vref) la tension 
memorisee modifiec d'une quantite predeterminee. 
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DISPOSITIF DE LECTURE D'UNE MEMOIRE 

La presente invention concerne un dispositif de lecture 
d'une memoire et plus particulierement d'une memoire morte (ROM, 
PROM, EPROM, EE PROM) . 

La figure 1 represente schematiquement et partiellement 
une memoire ROM 2 comport ant une pluralite de points memoire 
disposes en rangees ou lignes de mot et en colonnes ou lignes de 
bit . Chaque point memoire conporte ou non une cellule active 4 . 
Les cellules 4 sont constitutes de transistors ou tout autre 
circuit de commutation susceptible de connecter vers une tension 
basse, couramment la masse, la colonne comportant cette cellule. 
L'adressage des cellules 4 est realise par des rangees ou lignes 
de mot WL 6 reliees a un decodeur de ligne 8 . Quand une cellule 
active est adressee, elle modifie le potent iel de la colonne 10 a 
laquelle elle est connectee. Dans le cas d'une simple ROM, 
certaines cellules sont rendues non actives par construction, 
generalement par suppression de l'une de leurs connexions, et le 
point memoire correspondant ne relie jamais la colonne correspon- 
dante a la masse quel que soit le potentiel de rangee correspon- 
dant. Chaque colonne 10 est reliee a un potentiel d' alimentation 
haut vdd par 1 ' intermediaire d'un transistor de precharge 12 et 
est reliee a une premiere entree 16 d'un amplif icateur de lecture 
18 . Des groupes de colonnes sont eventuellement associes par des 
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multiplexeurs (non representees) . Une deuxieme entree 20 de chaque 
amplif icateur de lecture 18 est reliee a un potentiel de reference 
Vref . 

Pour lire un point memoire, la colonne 10 est portee a 
un potentiel de precharge Vpch qui est sensiblement egal a la 
tension d' alimentation Vdd et un signal haut est applique sur 
l'une des rangees WL. Si le point memoire n'est pas programme, la 
colonne 10 conserve sensiblement la tension de precharge sur sa 
borne 16. Par contre, si le point memoire est progranme, la 
colonne 10 est dechargee par un courant I qui passe dans la 
cellule 4. La tension sur la ligne 10 chute et 1 ' amplif icateur de 
lecture 18 comute lorsque la tension sur la borne 16 passe en 
dessous du potentiel de reference Vref sur la borne 20. Le temps 
de commutation de 1' amplif icateur 18 ou temps de lecture est donne 
par la relation : 

T = C.AV/I 

dans laquelle AV est la difference de potentiel Vpch- Vref entre 
les entrees 16 et 20 de 1' amplif icateur de lecture 18, au-dela de 
laquelle se produit la commutation de 1 ' amplif icateur de lecture 
18, C represente la capacite de la colonne 10 et I represente la 
valeur du courant qui passe dans la cellule 4. 

Les valeurs respectives de la capacite C et du courant I 
peuvent etre considerees comme constantes . Ainsi, pour reduire le 
tenps de lecture T, il faut reduire la tension AV, c'est-a-dire 
choisir une tension Vref aussi proche que possible de Vpch. Or, il 
est necessaire de prevoir une marge de securite pour tenir corrpte 
des derives technologiques, des decalages de potentiels aux 
entrees de 1' ampl if icateur 18, des fluctuations des potentiels Vdd 
et Vref, du potentiel bas Vss, et de la difference entre Vdd et 
Vpch. 

Une solution connue pour optimiser la valeur de Vref 
consiste a effectuer une lecture dif f erentielle en ajoutant a la 
memoire 2 des colonnes temoin et en prelevant une tension de 
reference sur ces colonnes temoin. En pratique, il faut prevoir un 
assez grand n ombre de colonnes temoin, par exemple une pour huit 
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colonnes reelles. Cette solution presente done 1 ' inconvenient 
d'accroitre la taille et le cout de la memoire. En outre, chague 
colonne temoin 21 introduit une capacite parasite. 

Un ob jet de la presente invention est de prevoir un 
procede et un dispositif de lecture d'une memoire ROM palliant les 
inconvenients ci-dessus. 

Cet objet est atteint grace a un dispositif de lecture 
d'une cellule d'une memoire, comprenant un amplif icateur diffe- 
rential de lecture ayant une premiere borne d 1 entree reliee a une 
colonne de cellules et un circuit destine a fournir a une 
deuxieme borne d' entree de 1 ■ anplif icateur une tension de refe- 
rence. Le circuit susmentionne comporte un moyen pour memoriser 
la tension de ladite colonne et un moyen pour appliquer en tant 
que tension de reference la tension memorisee modifiee d'une 
quantite predeterminee. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la presence d'une cellule se manifeste par une reduction du 
potentiel d ! une colonne et la tension de reference est reduite 
d'une quantite predeterminee par rapport a la tension memorisee. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
le circuit susmentionne comporte un premier element capacitif 
destine a memoriser la tension de precharge et un deuxieme 
element capacitif connectable en parallele sur le premier pour 
fixer la valeur de la tension de reference. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
les elements capacitifs sont constitues des capacites grille- 
source, grille- substrat et grille-drain de transistors MOS. 

La presente invention vise aussi un procede de lecture 
d'une cellule d'une memoire, comprenant les etapes consistant a 
memoriser la tension d'une colonne juste avant une lecture ; et 
modifier la tension memorisee d'une quantite predeterminee et 
utiliser la tension modifiee comme tension de reference. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ce procede de lecture consiste en outre a comparer la tension de 
reference a une tension de colonne. 



WO 01/78078 




PCT/FRO 1/0 1077 



4 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ce procede de lecture consiste en outre a appliquer la tension de 
precharge sur un premier condensateur ,- deconnecter le premier 
condensateur de la tension de precharge ; et connecter en 
5 parallele sur le premier condensateur un deuxieme condensateur. 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 
d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans la 
description suivante de modes de realisation particuliers faite a 
titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi 
10 lesquelles : 

la figure 1, decrite precedemment , represente schemati- 
quement et partiellement une memoire ROM selon l'art anterieur / 

la figure 2 represente schematiquement une colonne d'une 
memoire ROM reliee a un dispositif de lecture selon 1' invention ; 
15 et 

la figure 3 est un chronogramme illustrant le procede de 
lecture d'une memoire de type ROM selon 1' invention. 

La figure 2 il lustre une seule colonne ou ligne de bit 
10 d'une memoire ROM reliee a un dispositif de lecture selon 
2 0 1' invention. Cette colonne 10 est associee a plusieurs cellules 4 
et est reliee a un potentiel d' alimentation haut Vdd par 
1' intermediaire d'un transistor de precharge 12. L'etat d'une 
cellule 4 (programme ou non programme) est lu lorsque la rangee 6 
correspondant a cette cellule est selectionnee par le decodeur de 

2 5 ligne 8. Une borne de la colonne 10 est reliee a une premiere 

entree 16 d'un arnplif icateur differentiel 18. Une deuxieme entree 
20 de 1' amplif icateur 18 est reliee a un noeud 32 d'un circuit 34 
destine a fournir une tension de reference Vref . Le noeud 32 est 
relie a la colonne 10 par 1 1 intermediaire d'un interrupteur 36 

3 0 commande par un signal binaire INT. Le noeud 32 est relie a la 

masse par un premier element capacitif 38. Le noeud 32 est relie a 
la premiere borne d'un deuxieme element capacitif 40 dont la 
deuxieme borne peut etre connectee a une premiere tension VI ou a 
la masse par un interrupteur 42 commande par un signal binaire 
3 5 IN J . 
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La figure 3 illustre le f onctionnement du dispositif de 
lecture selon 1' invention. La courbe 50 represente le signal INT, 
la courbe 52 represente le signal INJ, la courbe 54 represente le 
signal de la ligne de mot WL, la courbe 56 represente la tension 
5 d'un point memoire non programme (absence de cellule active) , la 
courbe 57 represente la tension d'un point memoire programs 
(presence d'une cellule active) , et la courbe 58 represente la 
tension de reference Vref generee par le circuit 34 a 1' entree 20 
de 1' amplif icateur 18. 

10 Initial ement , la colonne 10 est connectee au moyen du 

transistor de precharge 12 a la tension d' alimentation Vdd et 
prend une tension Vpch proche de la tension Vdd, qui depend de la 
structure de la memoire. 

A un instant tl auquel on souhaite effectuer une 

15 lecture, on fait passer le signal INT de l'etat logique "1" a 
l'etat logique "0" pour ouvrir 1' interrupteur 36 qui etait 
initialement ferine. Le noeud 32 reste alors au potentiel de la 
ligne 10 . 

A un instant t2, on fait passer le signal binaire INJ de 

2 0 l'etat logique "0" a l'etat logique "1". Ceci a pour effet de 

faire commuter le commutateur 42 et de connecter la deuxieme borne 
de l'element capacitif 40 a la masse (Vss) . Les deux elements 
capacitifs se retrouvent alors en parallele et la repartition de 
la charge stockee sur les elements capacitifs 38 et 4 0 est 
25 modifiee. Si on appelle CI, C2 les valeurs des capacites des 
elements capacitifs 38, 40 et que 1 ' on considere pour simplifier 
que Vss est egal a 0 : 

- la charge Ql initialement stockee sur l'element capacitif 38 est 
egale a CI. Vpch, la charge Q2 initialement stockee sur l'element 

3 0 capacitif 40 est egale a C2(Vpch-Vl) ; la charge totale est done 

Q = (Cl+C2)Vpch - C2.V1 

- apres la fermeture de 1 1 interrupteur 42, la charge sur les 
condensateurs 38 et 40 et Q devient egale a (Cl+C2)vref . 

Ainsi vref = Vpch - VI .C2/ (C1+C2) 
3 5 On pourra par exemple choisir VI = Vdd ou VI = Vpch 
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et la tension de reference sera une tension reduite par rapport a 
Vpch, par exemple liee a Vpch par un coefficient constant egal a 
C1/(C1+C2) . La tension de reference est done definie de fagon tres 
precise par rapport a la tension de precharge sur la ligne 10. On 
peut done choisir une tension de reference tres proche de la 
tension de precharge. On notera que d'autres circuits 
soustracteurs ou diviseurs pourront etre prevus par l'homme de 
l'art pour fournir une tension de reference liee a une tension de 
precharge memorisee . 

A un instant t3, on fait passer le signal binaire de 
lecture WL de 1 ' etat logique " 0 " a 1 ' etat logique " 1 " . Si le point 
memoire considere n'est pas programme, le potentiel de la ligne 10 
au point 16 reste a son niveau initial de precharge, il lustre par 
la courbe 56 ou chute tres lentement par rapport a ce niveau. Si 
le point memoire considere est programme, la colonne 10 se 
decharge. A un instant t4, le potentiel de la ligne 10, illustre 
par la courbe 57, devient inferieur a Vref et la lecture est 
effectuee. Du fait que Vref est peu inferieur a Vpch, la duree t3- 
t4 est particulierement breve. 

Dans un mode de realisation, les premier et deuxieme 
elements capacitifs 38, 40 peuvent etre des capacites de transis- 
tors NMOS, par exenple des capacites grille- substrat de transis- 
tors dont le drain, la source et le substrat sont relies a la 
masse. 

L'homme de l'art pourra apporter diverses variantes a 
1' invention du mcment qu'il prevoit de memoriser la tension d'une 
colonne de memoire ROM juste avant une lecture et d ! utiliser une 
fraction de cette tension came tension de reference de lecture. 
De plus bien que 1' invention ait ete decrite en relation avec une 
memoire pour laquelle le potentiel d'une colonne est susceptible 
de diminuer, elle s'appliquera egalement au cas d'une memoire dont 
le potentiel d'une colonne est susceptible d'augmenter. Le 
potentiel de reference sera alors augmente par rapport au poten- 
tiel normal d'une colonne. 
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A titre de variante, on notera que les synchronisations 
mutuelles des signaux WL, INT et INJ pourront etre miodifiees. De 
preference INJ sera retarde par rapport a INT par un inverseur. WL 
pourra etre commute apres, en meme temps, ou peu avant INT. 
5 Bien que 1» invention ait ete decrite dans le cadre de 

memoires mortes, on notera qu'elle s' applique de fagon generale a 
toute memoire dans laquelle chaque cellule est associee a une 
seule colonne de lecture. 

Dans le mode de realisation decrit, les colonnes sont 
10 associees a des transistors de precharge 12 a commande commune. On 
pourrait prevoir des conmandes separees pour chaque transistor de 
precharge ou pour des sous -ensembles de transistors de precharge. 
Ceci permet de reduire la consommation a chaque lecture. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif de lecture d'une cellule (4) d'une 
memoire, conprenant un amplif icateur differentiel de lecture (18) 
ayant une premiere borne d* entree (16) reliee a une colonne de 
cellules (10) et un circuit (34) destine a fournir a une deuxieme 
borne d' entree (20) de 1 ' amplif icateur (18) une tension de 
reference (Vref ) , caracterise en ce que ledit circuit (34) 
ccnporte un moyen (38) pour memoriser la tension de ladite 
colonne et un moyen (38, 40, 42) pour appliquer en tant que 
tension de reference (Vref) la tension memorisee modifiee d'une 
quantite predeterminee . 

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la 
presence d'une cellule se manifeste par une reduction du poten- 
tiel d ! une colonne et caracterise en ce que la tension de 
reference est reduite d'une quantite predeterminee par rapport a 
la tension memorisee. 

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que ledit circuit (34) comporte un premier element capacitif 
(38) destine a memoriser la tension de prechar-ge (Vpch) et un 
deuxieme element capacitif (40) connectable en parallele sur le 
premier pour fixer la valeur de la tension de reference (Vref) . 

4. Dispositif selon la revendication 3, caracterise en 
ce que les elements capacitifs sont constitues des capacites 
grille-source, grille- substrat et grille-drain de transistors 
MOS. 

5. Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
ce que chaque colonne est associee a un transistor de precharge 
(12) et en ce que les transistors de precharge sont adressables 
independammment . 

6. Procede de lecture d'une cellule (4) d'une memoire, 
caracterise en ce qu'il corrprend les etapes suivantes : 

- memoriser la tension d'une colonne juste avant une 
lecture ; et 
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modifier la tension memorisee d'une quant ite 
predeterminee et utiliser la tension modifiee comme tension de 
reference. 

7. Procede de lecture selon la revendication 6, carac- 
5 terise en ce qu'il consiste en outre a conparer ladite tension de 

reference a une tension de colonne. 

8. Procede de lecture selon la revendication 6, carac- 
terise en ce qu f il cortprend les etapes suivantes : 

- appliquer la tension de precharge (Vpch) sur un 
10 premier condensateur (38) ; 

- deconnecter le premier condensateur de la tension de 
precharge ; et 

- connecter en parallele sur le premier condensateur un 
deuxieme condensateur (40) . 
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